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 １ 論文題目（英文の場合は，和訳を付記すること） 
 GaN系エピタキシャル結晶の高品質化に関する研究                                        
                                         
                                         
 
 ２ 要  旨（和文 2,000字程度又は英文 800語程度にまとめること。） 
































 第 3章の成果を基に、第 4章においては主に炭素ドープした GaN をバッファとして用いた高
電子移動度トランジスタの実証例を示した。まずは SiC基板上に形成したデバイスでノーマリー
オフ型動作を実現し、閾値電圧 75mV と発表当時において世界トップレベルの高い値を達成し

















 以上のように電子デバイス応用を目的とした GaN エピタキシャル結晶を、用途に応じて解析
のうえ最適化し、結果として GaN 高電子移動度トランジスタおよび GaN ショットキーバリアダイ
オード両方のデバイスで高い特性を実証できた。 
 
